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SMT 焊接工艺说明 

回流曲线建议 

SMT 回流焊制程的影响因素很多，比如：PCB 材料、助焊剂、焊膏、

焊料合金，以及生产场地、设备、环境等等，所以每一个 SMT 的回流焊制

程是独一无二的。 

当使用高云公司芯片时，应根据芯片的镀层工艺、封装体的大小及湿度

敏感等级进行回流焊和储存，并根据您自身的工艺独特性研发出所需的回流

焊曲线，高云公司推荐使用 JEDEC/IPC 标准 J-STD-020E 的回流曲线。 

不建议使用超过 JEDEC/IPC 标准 J-STD-020E 的回流曲线要求，否则

可能会导致晶粒和/或引线框架/基板封装材料之间的内部分层、封装内的内

部裂缝、压焊损坏、线颈缩、压焊翘起、晶粒翘起、薄膜裂开或压焊下面有

坑，在最严重的情况下，应力会导致外部封装裂纹，即“爆米花”现象。 
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图 1 红外/对流回流焊曲线(IPC/JEDEC J-STD-020E) 

 

 

关于 JEDEC 建议的回流焊参数及峰值温度，请参见表 1，表 2 及表 3。 

表 1 回流曲线建议 (JEDEC/IPC J-STD-020E) 

曲线特征 锡铅共晶组装 无铅组装 

预热/浸泡 

最小温度 (Tsmin) 

最大温度 (Tsmax) 

预热时间 (Tsmin to Tsmax) (ts) 

100 °C 

150 °C 

60-120 秒 

150 °C 

200 °C 

60-120 秒 

爬升率 (TL to Tp) 最大 3°C/秒 最大 3°C/秒 

液化温度(TL) 

维持大于 TL温度的时间(tL) 

183 °C 

60-150 秒 

217 °C 

60-150 秒 

峰值封装本体温度(Tp) 参考表 2 参考表 3 

峰值温度 TP 5℃之内的时间（tP），见图 1 20 秒 30 秒 

下降率 (Tp to TL) 最大 6 °C/秒 最大 6 °C/秒 

25 °C 到峰值温度的时间 最大 6 分钟 最大 8 分钟 

注！ 

 表中所述温度指在封装体表面中心测出的温度； 
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 板组装曲线应根据用户自身的工艺独特性及板设计进行研制，且不应该超过本表所述的

参数值，例如： TC为 260℃，时间 tP为 30s，即：峰值温度 T P必须≤ 260℃，超过

255℃的时间 t P必须≤ 30s。 

表 2 SnPb 共晶制程-峰值回流温度（TP） 

封装厚度 体积（mm3）<350 体积（mm3）≥350 

<2.5 mm 235℃ 220℃ 

≥2.5 mm 220℃ 220℃ 

注！ 

 封装“体积”不包括外部端子（如：球、凸块、结合点、引脚）和/或非整体散热片，

封装体积包括封装本体的外部尺寸； 

 封装厚度不包括外部端子（球、凸块、结合点、引脚）和/或非整体散热片。 

表 3 Pb-Free 制程-峰值回流温度（TP） 

封装厚度 体积（mm3）<350 体积（mm3）350-2000 体积（mm3）＞2000 

<1.6 mm 260 °C 260 °C 260 °C 

1.6 mm - 2.5 mm 260 °C 250 °C 245 °C 

>2.5 mm 250 °C 245 °C 245 °C 

注！ 

 封装“体积”不包括外部端子（如：球、凸块、结合点、引脚）和/或非整体散热片，

封装体积包括封装本体的外部尺寸； 

 封装厚度不包括外部端子（球、凸块、结合点、引脚）和/或非整体散热片。 
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典型回流炉设置–用于高云半导体板级可靠性研究 

关于 PG 封装、UG 封装的无铅回流炉设置和回流曲线，请参考表 4 和

图 2。 

关于 CS 封装的无铅回流炉设置和回流曲线，请参考表 5 和图 3。 

关于 QN 封装的无铅回流炉设置和回流曲线，请参考表 6 和图 4。 

表 4 PG/UG 封装无铅回流炉焊设置 

区域 1 2 3 4 5 6 7 8 

温度设置 (℃) 130 150 170 200 230 245 260 250 

皮带速度 ( inch/min ) 30.00 

目标峰值温度 (℃) 245 to 260 

在液化温度（217℃）以上的

时间 

60 to 90 seconds (Approximately 70 seconds) 

封装类型 PG196//PG256/PG484/PG676/ 

UG169/UG225/UG256/ UG324/ UG332/UG400 
/UG484/UG676 

MG49/MG64/MG81/MG100/MG121/MG132/MG160/
MG196 

 

图 2 PG/UG 封装无铅回流曲线 

 
表 5 CS 封装无铅回流炉焊设置 

预热/浸泡 120℃ 到 190℃时间 30 seconds ~ 90 seconds 

目标峰值温度 (℃) 240 to 250 

在液化温度（217℃）以上的时间 30 to 90 seconds 

冷却速率 (下降率) 3-5℃/second 
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预热/浸泡 120℃ 到 190℃时间 30 seconds ~ 90 seconds 

封装类型 
CS16/CG25/CS30/CS36/CS42/CS49/CG56 

CM64/CS72/CS81/CM90/CS100/CS126/CS130 

 

图 3 CS 封装无铅回流曲线 

 

注！ 

 该回流曲线为典型回流曲线，适用大部分 CS 封装器件； 

 该回流曲线仅供用户参考，如需获取最佳结果，仍需微调。 

表 6 QN/LQFP 封装无铅回流炉焊设置 

区域 1 2 3 4 5 6 7 8 

温度设置 (℃) 110 140 165 175 220 240 265 250 

皮带速度 ( inch/min ) 28.00 

目标峰值温度 (℃) 245 to 260 

在液化温度（217℃）以上

的时间 

60 to 90 seconds (Approximately 70 seconds) 

封装类型 FN24/FN32/QN32/QN48/QN60/QN88/LQ100/LQ144/ 

LQ176/EQ144/EQ176 
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图 4 QN/LQFP 封装无铅回流曲线 
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术语、缩略语 

表 7 中列出了本手册中出现的相关术语、缩略语及相关释义。 

表 7 术语、缩略语 

术语、缩略语 全称 含义 

SMT Surface Mounting Technology 表面贴装技术 

PCB Printed Circuit Board 印刷电路板 

JEDEC 
Joint Electron Device 
Engineering Council 

联合电子设备工程会议 

IR Infrared 红外 

CS16 WLCSP16 WLCSP16 封装 

CG25 WLCSP25 WLCSP25 封装 

CS30 WLCSP30 WLCSP30 封装 

CS36 WLCSP36 WLCSP36 封装 

CS42 WLCSP42 WLCSP42 封装 

CS49 WLCSP49 WLCSP49 封装 

CG56 WLCSP56 WLCSP56 封装 

CM64 WLCSP64 WLCSP64 封装 

CS72 WLCSP72 WLCSP72 封装 

CS81 WLCSP81 WLCSP81 封装 

CM90 WLCSP90 WLCSP90 封装 

CG100 WLCSP100 WLCSP100 封装 

CS126 WLCSP126 WLCSP126 封装 

CS130 WLCSP130 WLCSP130 封装 

PG196 PBGA196 PBGA196 封装 

PG256 PBGA256 PBGA256 封装 

PG484 PBGA484 PBGA484 封装 

PG676 PBGA676 PBGA676 封装 

UG169 UBGA169 UBGA169 封装 

UG225 UBGA225 UBGA225 封装 

UG256 UBGA256 UBGA256 封装 

UG324 UBGA324 UBGA324 封装 

UG332 UBGA332 UBGA332 封装 

UG400 UBGA400 UBGA400 封装 

UG484 UBGA484 UBGA484 封装 

UG676 UBGA676 UBGA676 封装 

MG49 MBGA49 MBGA49 封装 
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术语、缩略语 全称 含义 

MG64 MBGA64 MBGA64 封装 

MG81 MBGA81 MBGA81 封装 

MG100 MBGA100 MBGA100 封装 

MG121 MBGA121 MBGA121 封装 

MG132 MBGA132 MBGA132 封装 

MG160 MBGA160 MBGA160 封装 

MG196 MBGA196 MBGA196 封装 

FN24 QFN24 QFN24 封装 

FN32 QFN32 QFN32 封装 

QN32 QFN32 QFN32 封装 

QN48 QFN48 QFN48 封装 

QN60 QFN60 QFN60 封装 

QN88 QFN88 QFN88 封装 

LQ100 LQFP100 LQFP100 封装 

LQ144 LQFP144 LQFP144 封装 

LQ176 LQFP176 LQFP176 封装 

EQ144 ELQFP144 ELQFP144 封装 

EQ176 ELQFP176 ELQFP176 封装 
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技术支持与反馈 

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，

可直接与公司联系： 

网址：www.gowinsemi.com 

E-mail：support@gowinsemi.com 

Tel：00 86 0755 82620391 

版本信息 

日期 版本 说明 

2018/03/06 1.0 初始版本。 

2019/07/26 1.1 更新 CS 封装无铅回流曲线及相关设置参数。 

2020/02/20 1.2 增加 QN 封装无铅回流曲线及相关设置参数。 

2021/09/13 1.3 补充封装类型信息。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/07/12 1.4 补充封装类型信息。 

2025/04/03 1.5 补充封装类型信息 
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